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VCC {E E 3 l oo 1.3 mA
FB HEij( EE'E VFB(MAX) 8 v
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A P o 2 W
4R I 5.5 ‘C/W
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vee TYERR | ootom V=10V 1 mA
VCC T E1RIP & Voo om) 59 61.5 64 v
JE e B AT R ERR L on ot V5,=600V - — 80 uA
Bk E
13823735130 QQ 110455796




e RS DKTHO30G
Brownin BEIER  sroun in 105 117 130 uA
Brownout #RELEER L gromn out 95 uA

FB & {&
FB FFEXEE Vet topen 5 5.4 5.75 Vv
FB %3 % HLIR | 5 (ohoro FB 5| BI%53E 2] GND, SR 180 uA
FB e = Visor 1.7 Vv
FB HENTFHL Ves e 0.9 v
CS R#
Vos e 1 Vin=220Vac 627 660 693 mV
BERAMBIRES Vescm 2 Vin=110Vac 655 690 725 mV
w/MEERRBE Vesam 150 mV
B AHS AT (A tie 300 nS
OCP I{EHREEE Vs ocm 930 mV
0CP 4 5i4Ra R ] o 75 nS
VS R4
IR# FE R Viuvs 40 mV
VS i ERIPE Vis ow 3.3 3.6 3.9 Vv
VS RIERIPE Vis 520 mV
AR ER S
RASIEAE Ton uax 18.4 uS
RAFF X EHA L 36.8 us
/N R EHA T 8.8 9.2 9.6 us
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Dimensions In Millimeters
Symbo | :
Min NOM Max
A 5.00 5.10 5.20
B 5.90 6.00 6.10
C 3.90 4.00 4.10
D 1.27 (BSC)
E 2. 54 (BSC)
F 0.38 0.45 0.52
G 3.20 3.30 3.40
H 1.70 1.80 1.90
| 1.35 1.40 1.45
J 1.46 1.51 1.58
K 0. 45 0.50 0.55
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	DKTH0xxG是一款电流模式控制的AC-DC电源管理功率开关芯片,并且带有恒功率功能。DKTH0x
	上电启动
	DKTH0xxG内部集成了高压启动电路。上电启动时，芯片通过内部连接SW和VCC引脚的高压电流源，对
	软启动
	输入电压上电/掉电检测
	抖频
	CS电阻短路保护
	每次系统上电时，如检测到CS电阻短路，DKTH0xxG停止PWM输出，待停止96mS后重新上电。
	前沿消隐

	输出过/欠压保护（OVP/UVP）
	反馈控制
	25KHz 最低频率钳位
	退磁检测
	ESOP-7 

